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トで測定できる。試料は、厚み 100 nmの SOI (Silicon on Insulator)張り合わせ結晶で、その
(001)表面に波長 400 nm、パルス幅数十フェムト秒の励起レーザーを照射した。Si 113の回折線
の空間パターンを、遅延時間ごとに試料上の照射位置を変えながら、シングルショットで撮影を







0 ps ~ 20 ps で表面から格子間隔の大きな膨張が起こり、20 ps以降で格子定数の変化は小さくな
る。そして、この表面側の格子定数の変化の影響は、次第に基板側へと広がり、やがて数十 psで
緩和することが分かった。また、歪みについては時間約 10 ps まで急激に増大するが、それ以降
は緩やかに減少していくことが明らかになった。 
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